Prueba 2 8 de Abril de 2011
Introduccion a la Electronica (INEL) Curso 2010-2011

Ejercicio 1: En el circuito de la figura 1 los dos diodos D; y D, son iguales. Considere asimismo
que el condensador C es de acoplo, es decir, que se comporta como un circuito abierto en
polarizacion y como un cortocircuito en pequeia senal. Se pide:

a) Calcular las tensiones y corrientes de polarizacion en cada diodo (Ipi, Vpi, Iz ¥ Vp2),
incluyendo su signo tal y como aparecen indicadas en el dibujo. Para ello considere que la
caracteristica I-V de los diodos se puede modelar por tramos mediante Vyy Rr. (1.5 p)

b) Calcule la tension en el nodo H en pequefia sefal (v;) en funcidon de la tension de entrada
(vy). Para ello, utilice el modelo de Shockley para los diodos. Suponga despreciables los
efectos capacitivos internos de los diodos (2.5 p)

| Datos:
Figural
Vee =10V
R, C Ic=5mA
VAV I I R; =150

Modelo por tramos del diodo:

A V,=0,7V
Rp=2Q

SOLUCION DEL EJERCICIO 1

a) En polarizacion, DI— INVERSA, D2—DIRECTA, por tanto el circuito queda:

Polarizacion de D2:

fp: = f.;—= Sma
Voz = Votlps Rp =07+ 5+ 107%. 2 = 0,71V

Por tanto, para D1 :
fﬂl =0
T‘ED:L = —ﬂ,?'lI‘E
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b) En pequena serial, las resistencias equivalentes de los diodos son:

Dl inversa >tz = @

D2 directa = L =g, = dip,
a2 dv,, _—
d{]{expV — IH
t I I
Para calcular vy aplicamos la ecuacion de Shockley: @ _ 20| exp— |22
dV dV Vt t t
_1 3
= =] L2100V
dvD2 Vpa=Vpa 1[)2 5107 A

Por tanto, el circuito equivalente en pequeria serial es:

R,

Con lo que:

FIN DEL EJERCICIO 1
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Ejercicio 2. El componente de dos terminales de la figura 2 incluye un transistor bipolar npn y

dos resistencias. En estatica, utilizando el modelo lineal por tramos, se le pide calcular para V> 0:

a) La expresion / =f{(V) cuando el transistor opera en corte y el rango de valores de la tension V

para que opere en ese estado. (0.5 p.)
b) Idem a) cuando el transistor opera en saturacion. (2.0 p.)
¢) Idem a) cuando el transistor opera en activa. (2.0 p.)

Considerando ahora como modelo del transistor las ecuaciones de Ebers-Moll aproximadas para
activa, calcule:

d) La expresion de V' en funcion de / para activa. (1.5 p.)

Il

Datos:
Rs V V,=25mV; Rc=1kQ; Rz=50kQ;

Modelo lineal por tramos para el BJTs:
pB=100; V,e=0,7V;
\Vegsal =0,2V;  Vy4—o0
Figura 2
Modelo de Ebers-Moll para el BJT:
P =100, Igs=InA

SOLUCION DEL EJERCICIO 2

a)  En corte, como el transistor estd en circuito abierto, no

circula ninguna corriente y no hay caidas de tension en las 1 l
resistencias. Por tanto: +
V=V, <V,=07V
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b)  En saturacion:

IB [ I:I :I +I :V_I/;/E+V_VCE,sat: l V—(ﬁ.’.VCE"mtj:
E B C _—
— ! R, R RJIR. \R, R
I +
v V SV
Rs R 980 O
V—VyE
I=—F+"=20=V2V,=0,7V
—VCE,sat B
V‘VE

. [ :%S}B[B:ﬂﬂjVZﬂRCI/}/E_RBVCE’SM =1,2V
R. R, BR:— R,

Queda la condicion mas restrictiva: V 21,2 V

c) Enactiva:

V-V 1
I 1 I=1.=(B+1)I, =(B+1 7 _ V —1,41 mA
B l ‘ E (ﬂ ) B (ﬂ ) RB 4959
£ +
R R V-V .
v =02y, =0TV
Bl B
== y Vee
V‘VE

V-V .
- VCE=V_ﬂ]BRCZVCE,sat:>V_ﬂRC R =2V =

= " CE,sat
B
l < ,BRCVyE _RBVC

:>V_ E,sat :1’2 V
IBRC_RB
Por tanto: 0,7 VLV <1,2V
d)
V 1
I=1_~1, exp—-2t R
E =~ s th V RBﬂ+l R ]
; :IzIESeXpT:Vz 311+Kln[—
V,=V-RJI,=V-R,—— : P+ s
p+1
1
=V =495-1+0,025-In 0
FIN DEL EJERCICIO 2
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